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【はじめに】In–Ga–Zn–O (IGZO)は、高い電界効果移動度(> 10 cm2V-1s-1)を有し、可視光透明性、

室温成膜可能などの特徴から、フレキシブルデバイスや光センサーへの応用が期待される[1]。我々

はこれまでスパッタ法で成膜した酸化銀(AgOX)とミスト化学気相成長法で 350℃にて成膜した

IGZO のショットキー接合を利用した金属半導体型電界効果トランジスタ(MES-FET)において良

好なデバイス特性を実証している[2]。本研究では IGZO成膜手法を室温スパッタ法にすることで、

低温プロセスでの高性能 MES-FET の作製を目指している。今回は IGZO/AgOXヘテロ接合におけ

る AgOX成膜時の酸素分圧がショットキー特性に与える影響について報告する。 

【実験方法】ガラス基板上にオーミック電極としてMo (50 nm)を成膜後、RFマグネトロンスパッ

タ法により IGZO (200 nm)を成膜した。その後、大気雰囲気下で 150℃にて 2時間のアニール処理

を行った。次に、ショットキー電極として Agターゲットを用い RFマグネトロンスパッタ法によ

り AgOX (120 nm)を酸素流量比 R[O2] = O2/(Ar+O2)を 0~12%で成膜した。最後に Au (50 nm)を真空

蒸着法により成膜しリフトオフ工程によりショットキー電極パターンを形成した。作製した素子

の J-V 特性を評価した。また AgOX単膜物性評価として、抵抗率および仕事関数測定を行った。 

【結果と考察】Figure 1に AgOXの抵抗率および仕事関数の R[O2]依存性を示す。抵抗率および仕

事関数ともに R[O2]の増大に伴い増大し、正の相関が確認された。Figure 2に各 R[O2]で成膜した

AgOXをショットキー電極に用いた際の J-V 特性を示す。R[O2]≧4%において大幅に逆方向電流が

減少し、熱電子放出理論により算出した障壁高さおよび理想因子は、R[O2]に関わらずそれぞれ

0.98 eV、1.06程度であり良好な界面の形成が示唆された。Figure 3に R[O2] = 8%で成膜した AgOX

におけるエネルギーバンド図を示す。IGZO の価電子帯エネルギー(EV)および光学バンドギャップ

(Eg)測定から、IGZO の電子親和力()は 4.35 eVと推定された。よって、J-V特性で得られた障壁

高さ 0.98 eVを満たす為には AgOXの仕事関数が 5.33 eV必要だが、Fig. 1に示すように 5.00 eVで

あった。この結果から、IGZO/AgOX界面形成時に IGZO表面でのバンドベンディングが示唆され

る。講演ではこれらの詳細な分析結果に加えて、MES-FET デバイス特性についても報告する。 
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